
样品及其对 比样品生产条件相 同 经研磨 胶体抛光后 硅片厚度为 同隙

氧和替位碳 由 测得
,

其具体参数见表
。

热处理均在
一

型直

径 双管扩散炉里进行
。

保护气氛均为含 的氧气
。

样品进炉前经标准的半

导体清洗工艺清洗
。

完成退火测氧含量前经 剥去氧化层
。

三步退火完成后进行解理
,

在 腐蚀剂中腐蚀 而
,

然后在金相显徽镜下观察其氧沉淀和清洁区并拍照
。

样 品
一 , 一 , 一 , 一

经 退火 样 品
一 ,

一 , 一

经 退火
。

结果和讨论

经 退火和经 退火

的样品清洁区和氧沉淀情况分别见图
,

图
。 一 , 一 , 一

样 品的清洁区照片见图



图 样品
一 ,

样品 再 掺锗
,

压
, 一

清洁区及氧沉淀照片
,

样品 耳 接锗
,

样品 无锗

由图 可看出
,

掺锗样品均出现了清洁区
,

而无锗样品
,

则无清洁区 出现
。

由图 和

图 可见
,

掺锗样 品 的清洁区与锗掺量有关
,

沉淀密度亦不 同
。

经三步退火样品
一 ,

一 , 一

的间隙氧下降量分别 为 归结起来有下列现象

掺锗样 品与无锗样品经相 同的工艺条件处理
,

掺锗样品氧沉淀密度低且间隙氧下

降量 也较低
。

掺锗硅 片沉淀分布均匀其体积大小相近而对 比样品则不然
。

另外
,

沉淀蚀坑为三

角形或椭 圆形
。

无位错环和层错出现
。



同时
,

由于这种应力和大的成核半径的共同作用
,

致使小于临界半径的亚稳沉淀的稳定性

减弱而溶解
,

清洁区内残留沉淀减少
。

这一点较好地解释了实验现象
。

结 论

在高温下
,

掺锗硅中氧的固溶度增大
,

致使三步退火本征吸除硅片 内氧沉淀成核

半径增大
,

减少 了沉淀密度
。

高温下锗促进氧的外扩散
,

因而掺锗直拉硅片经高温 一 低温 一 高温三步退火可得

到较宽的清洁区
。
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